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DIPLOMARBEIT

Y IHT-Forschungsgruppe Gruppe-IV-Heteroepitaxie

Beschreibung: In den letzten Jahrzehnten wurden neben rein Silizium-basierten
Konzepten fir die Mikroelektronik besonders Konzepte, die auf den Legierungs-
systemen Si;,Ge, und Si;.,Ge,:C, basieren, erfolgreich erforscht. Es gelang, die
erzielten Forschungsergebnisse in verschiedene Bauelementanwendungen wie z.
B. dem Heterobipolartransistor oder dem lateralen SiGe-SOI-MOSFET einfliessen
zu lassen und somit diese Materialsysteme in die industrielle Produktion einzu-
flihren. Aktuell wird ein weiteres Anwendungsfeld der Gruppe-IV-Epitaxie mit
hohem Potential in der Verbindung zwischen Optoelektronik und Mikroelektro-
nik gesehen: Silizium besitzt gute Absorptionseigenschaften im Bereich von Ul-
traviolett bis ins nahe Infrarot (NIR). Ab einer Wellenlange von 1,1 um wird es
allerdings auf Grund seiner indirekten Bandllicke transparent. Ein neuer LO-
sungsansatz zur signifikanten Erhéhung der Absorption ist die Verwendung he-
teroepitaktischer Ge,,Sn,-Legierungen fiir Wellenlangen groRer 1,5 um (x < 0,1).
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—— Das Ziel der Diplomarbeit ist die Herstel-

E :j'/_/ E lung von Ge,Sn,-pin-Strukturen, die im
gu ..‘(‘," _ - : Wellenlangenbereichen des Nahen Infra-
= - rot optisch aktiv sind. AuBerdem soll der
g . LI experimentelle Nachweis erbracht wer-
g ":J_ : " den, dass Ge,,Sn,-Legierungen bei hohen
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Halbleiter sind, was eine bis dahin nicht
gekannte, in Silizium-Technologie inte-
grierbare Optoelektronik ermoglicht.
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Abbildung: Abhingigkeit des direkten Uber-

ganges einer Ge,,Sn,-Legierung vom Sn-Anteil
Sie unterstitzen die Epitaxiegruppe bei der Herstellung einkristalliner Ge;,Sn,-
Heterostrukturen und mit schichtanalytischen Untersuchungen, wie p-Raman-
spektroskopie, Ellipsometrie, Rasterkraftmikroskopie, usw. Sie erhalten in dieser
Diplomarbeit einen umfassenden Einblick in das Verfahren der Molekularstrahl-
epitaxie, schichtanalytische Methoden, Bauelementherstellung und elektrische
bzw. optische Messtechniken an Halbleiterstrukturen.

Vorkenntnisse im Bereich der Optoelektronik und Halbleitertechnik und Halblei-
tertechnologie sollten vorhanden sein, Kenntnisse in Molekularstrahlepitaxie
sind von Vorteil, aber nicht zwingend Voraussetzung.
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